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【はじめに】我々の研究グループは炭化ケイ素(SiC)の熱酸化膜上にアルミニウム(Al)電極を形成した

MOS キャパシタに絨毯爆撃状の絶縁破壊痕が形成されることを見いだし、その形成機構についてこ

れまで検討を重ねてきた 1,2。絶縁破壊痕形成モデルの詳細検討を行うために破壊痕のより詳細な物理

分析を重ねた結果、破壊痕表面の炭素(C)の挙動について新たな知見が得られたので、本研究会にて

報告する。 

【研究目的】SiC MOS キャパシタに形成された絶縁破壊痕について物理解析を行い、その形成機構の

詳細検討を行う。 

【実験方法】4H-SiC 基板上に、直径 150 m の Al ゲート電極を有する MOS キャパシタを作製した。

TZDB 測定評価後に SEM 観察を行い、絶縁破壊痕の形状観察および場所の特定を行った。その後、

絶縁破壊痕の SEM-EDX 分析を行い、断面観察サンプル作製と TEM 観察および EDX 分析を行った。

SEM-EDX 分析においては、破壊痕の穴の奥が影となり分析結果に影響を与えることを避けるため、

サンプルを傾けて観察を行った。 

【実験結果】SiC MOS キャパシタの SEM-EDX 分析結果を図 1 に示す。矢印に示す破壊痕の底部では、 

周辺と比較して C が少ない様子が分かった。また、穴の周囲に形成された付着物中には、断面

TEM-EDX分析より、SiC基板中よりもCが多く含まれることが分かった(図 2)。詳細は当日報告する。 
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図 1．絶縁破壊痕の SEM-EDX Mapping 分析結果     図 2. 穴周辺の付着物の断面 TEM-EDX 分析 
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